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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部基板と、上部基板と、前記基板の間に挿入された液晶層とを含み、前記下部基板に
は、相互交差する方向に形成されるゲートラインとデータラインによって各画素領域が規
定され、前記ゲートラインと前記データラインの交差部には、スイッチング素子が配置さ
れているＦＦＳモード液晶表示装置において、
　液晶層に電圧を印加して光透過量を調節するために、前記画素領域内には、透明画素電
極と、前記透明画素電極の上部に絶縁層を間に置いて離隔配置され、前記画素領域内には
複数のスリットを有する、透明共通電極と、
　絶縁層を間に置いて前記データラインの下部に位置するとともに、前記ゲートラインを
形成した物質で構成される反射構造物と、を備え、
　前記スリットは、前記透明共通電極が形成されていない領域であり、前記ゲートライン
と５乃至１０度の角度をもって形成され、前記液晶層のラビング方向は、ゲート方向と実
質的に平行し、前記スイッチング素子のドレーン電極は、前記透明画素電極と電気的に連
結され、
　前記反射構造物の幅は、前記データラインの幅よりも広い幅を有し、
　前記データラインを覆う前記透明共通電極と前記スリットとの間の境界は、該境界に隣
接する前記データラインの一端部と前記境界に隣接する前記反射構造物の一端部との間に
位置するＦＦＳモード液晶表示装置。
【請求項２】
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　前記透明画素電極の末端部は、前記末端部に隣接する前記反射構造物の一端部とデータ
ラインの一端部との間に位置することを特徴とする請求項１に記載のＦＦＳモード液晶表
示装置。
【請求項３】
　前記スリットが形成される角度は、隣接の画素領域同士が線対称に形成され、液晶の駆
動時に、回転方向が互いに異なるように構成することを特徴とする請求項１に記載のＦＦ
Ｓモード液晶表示装置。
【請求項４】
　前記透明画素電極の下部には、透明補助電極がさらに追加されたことを特徴とする請求
項１に記載のＦＦＳモード液晶表示装置。
【請求項５】
　前記透明共通電極は、前記スイッチング素子の少なくとも一部をオープンすることを特
徴とする請求項１に記載のＦＦＳモード液晶表示装置。
【請求項６】
　下部基板と、上部基板と、前記基板の間に挿入される液晶層とを含み、前記下部基板に
は、相互交差する方向に形成されるゲートラインとデータラインによって各画素領域が規
定され、前記ラインの交差部には、スイッチング素子が配置されているＦＦＳモード液晶
表示装置の製造方法において、
　ゲートラインを形成する段階と、
　前記ゲートラインの上部にゲート絶縁膜及び活性層を形成する段階と、
　前記画素領域の内部に透明画素電極を形成する段階と、
　前記透明画素電極が形成された結果物上にドレーン電極及びデータラインを形成し、前
記ドレーン電極の一部が前記透明画素電極の一部と電気的に接続されるように形成する段
階と、
　前記透明画素電極上部に絶縁層を間に置いて離隔配置され、画素領域内には複数のスリ
ットを有し、前記スイッチング素子の少なくとも一部をオープンする形態で透明共通電極
を形成する段階とを備え、
　前記ゲートラインを形成するとき、前記データラインが形成される領域の下部に反射構
造物を形成し、前記反射構造物の幅は前記データラインの幅より広く、前記スリットは前
記透明共通電極が形成されていない領域であり、前記データラインを覆う前記透明共通電
極と前記スリットとの間の境界は、該境界に隣接する前記データラインの一端部と前記境
界に隣接する前記反射構造物の一端部との間に位置するＦＦＳモード液晶表示装置の製造
方法。
【請求項７】
　前記スリットは、前記ゲートラインと５乃至１０度の角度をもって形成され、前記液晶
層のラビング方向は、ゲート方向と実質的に平行することを特徴とする請求項６に記載の
ＦＦＳモード液晶表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記透明画素電極の末端部は、反射構造物の一端部とデータラインの一端部との間に位
置することを特徴とする請求項６に記載のＦＦＳモード液晶表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記スリットが形成される角度は、隣接の画素領域同士が線対称に形成され、液晶の駆
動時に、回転方向が互いに異なるように構成することを特徴とする請求項６に記載のＦＦ
Ｓモード液晶表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記透明画素電極の下部には、透明補助電極を形成する段階をさらに含むことを特徴と
する請求項６に記載のＦＦＳモード液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、液晶表示装置及びその製造方法に関し、より詳細には、開口率の低下要因を除
去し、光の漏れ現象を遮断し、内部反射をさらに向上させることができる液晶表示装置及
びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、ＦＦＳモード（Fringe Field Switching Mode；ＦＦＳモード）液晶表示装置
は、ＩＰＳモード（In-Plane Switching Mode；ＩＰＳモード）液晶表示装置の低い開口
率及び透過率を改善させるために提案された。
【０００３】
このようなＦＦＳモード液晶表示装置は、共通電極（相手電極）と画素電極を透明な導電
体で形成し、ＩＰＳモード液晶表示装置に比べて開口率及び透過率を高めながら、共通電
極と画素電極との間隔を上下部ガラス基板間の間隔より狭く形成することによって、共通
電極と画素電極との間にフリンジフィールドを形成することによって、電極の上部に存在
する液晶分子までもすべて動作するようにして、さらに向上した透過率を得る。ＦＦＳモ
ード液晶表示装置に関する従来技術は、例えば、本出願人によって出願されて登録された
特許文献１、２及び３などに開示されている。
【０００４】
従来のＦＦＳモード液晶表示装置は、データラインと画素電極との間にクロストーク（Cr
oss-talk）が発生し、画素電極のスリットの端部で液晶が異常駆動するディスクリネーシ
ョン（disclination）が発生し、相当な部分を遮光膜（Black Matrix；ＢＭ）で遮光する
ので、開口率が低下し、解像度が増加するほど単位画素の大きさは小さくなるが、コンタ
クトホールの大きさは、一定の大きさに維持されなければならないので、さらに開口率が
低くなる問題点があった。
【０００５】
このような問題点を解消するために、コンタクトホールを除去して開口率を高め、データ
ライン上の透過率を最小にし、データライン付近の液晶効率を最大に高めることができる
構造として韓国特許第８４９５９９号が提案された。しかし、データライン付近の液晶効
果を最大に得る構造なので、データライン付近の電界が隣りのピクセルの液晶に影響を及
ぼすようになって、混色が発生する可能性があって、相変らず最小限の遮光膜が必要であ
り、データラインを基準にして所定の角度でラビングをすることによって、データライン
の一側の付近にラビング不良による光の漏れが発生するという問題点があり、内部反射を
利用して外部視認性を高めるのに限界がある構造であった。
【０００６】
したがって、従来のＦＦＳ液晶表示装置が有している開口率の低下要因を除去し、光の漏
れ発生を低減し、内部反射をさらに向上させることができる液晶表示装置が相変らず求め
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６２５６０８１号明細書
【特許文献２】米国特許第６２２６１１８号明細書
【特許文献３】大韓民国特許第６５３４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、前述した問題点を解決するためになされたもので、その目的は、比較的簡単な
工程で画素領域にコンタクトホールを形成せず、ダーク領域とディスクリネーションを最
大限除去することによって、開口率を増加させることができるようにすることにある。
【０００９】
本発明の他の目的は、開口率を向上させ、光の漏れを除去し、内部反射を確保することが



(4) JP 5529647 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するために、本発明の第１態様に係るＦＦＳモード液晶表示装置は、下部
基板と、上部基板と、前記基板の間に挿入された液晶層とを含み、前記下部基板には、相
互交差する方向に形成されるゲートラインとデータラインによって各画素領域が規定され
、前記ゲートラインと前記データラインの交差部には、スイッチング素子が配置されてい
るＦＦＳモード液晶表示装置において、液晶層に電圧を印加して光透過量を調節するため
に、前記画素領域内には、透明画素電極と、前記透明画素電極の上部に絶縁層を間に置い
て離隔配置され、前記画素領域内には複数のスリットを有する透明共通電極とを備え、前
記スリットは、前記ゲートラインと５乃至１０度の角度をもって形成され、前記液晶層の
ラビング方向は、ゲート方向と実質的に平行し、前記スイッチング素子のドレーン電極は
、前記透明画素電極と電気的に連結される。
【００１１】
好ましくは、データラインの下部には、絶縁層を間に置いてゲートラインを形成した物質
で構成される反射構造物をさらに含む。
【００１２】
一方、反射構造物の幅は、前記データラインの幅より広いことが好ましい。
【００１３】
　また、スリットが形成される角度は、隣接の画素領域同士が線対称に形成され、液晶の
駆動時に回転方向が互いに異なるように構成されることができ、透明画素電極の下部には
、透明補助電極がさらに追加されることができる。また、 透明共通電極は前記スイッチ
ング素子の少なくとも一部をオープンにして形成することができる。透明共通電極がスイ
ッチング素子を全体的に覆う構造に形成することもできる。
【００１４】
本発明の他の態様に係るＦＦＳモード液晶表示装置の製造方法は、下部基板と、上部基板
と、前記基板の間に挿入される液晶層とを含み、前記下部基板には、相互交差する方向に
形成されるゲートラインとデータラインによって各画素領域が規定され、前記ラインの交
差部には、スイッチング素子が配置されているＦＦＳモード液晶表示装置の製造方法にお
いて、ゲートラインを形成する段階と、前記ゲートラインの上部にゲート絶縁膜及び活性
層を形成する段階と、前記画素領域の内部に透明画素電極を形成する段階と、透明画素電
極が形成された結果物上にドレーン電極及びデータラインを形成し、前記ドレーン電極の
一部が前記画素電極の一部と電気的に接続されるように形成する段階と、前記透明共通電
極上部に絶縁層を間に置いて離隔配置され、画素領域内には複数のスリットを有し、前記
スイッチング素子の少なくとも一部をオープンする形態で透明共通電極を形成する段階と
を備える。
【００１５】
好ましくは、スリットは、前記ゲートラインと５乃至１０度の角度をもって形成され、前
記液晶層のラビング方向は、ゲート方向と実質的に平行する。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、画素領域内に、コンタクトホールを除去し、高解像度を具現することが
できる。
【００１７】
また、データラインとゲートライン部の金属物質による反射を利用することができる構造
なので、外部視認性を増加させることができる。
【００１８】
また、ラビング工程をゲートラインと０゜またはほぼ０゜に処理するので、従来技術にお
けるようなデータライン部における光の漏れ現象を防止することができる長所を有してい
る。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例によるＦＦＳモード液晶表示装置の下部基板に形成された画素
領域の一部を示す平面図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ’線に沿う断面図である。
【図３ａ】各層が段階的に形成されて重畳されて行く状況を順に示している平面図である
。
【図３ｂ】各層が段階的に形成されて重畳されて行く状況を順に示している平面図である
。
【図３ｃ】各層が段階的に形成されて重畳されて行く状況を順に示している平面図である
。
【図３ｄ】各層が段階的に形成されて重畳されて行く状況を順に示している平面図である
。
【図３ｅ】各層が段階的に形成されて重畳されて行く状況を順に示している平面図である
。
【図４】本発明の実施例による効果を従来の韓国特許第６５３４７４号と韓国特許第８４
９５９９号の実施例と比較して説明した平面図と断面図である。
【図５】本発明の実施例による効果を従来の韓国特許第６５３４７４号と韓国特許第８４
９５９９号の実施例と比較して説明した平面図と断面図である。
【図６】本発明の実施例による効果を従来の韓国特許第６５３４７４号と韓国特許第８４
９５９９号の実施例と比較して説明した平面図と断面図である。
【図７】本発明の実施例による液晶表示装置の内部反射と光の漏れ防止効果を従来の韓国
特許第８４９５９９号と比較して説明した斜視図である。
【図８】本発明の他の実施例を説明した図である。
【図９】本発明の他の実施例を説明した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、添付の図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。しかし、次に例示する本
発明の実施例は、様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲が下記に説明す
る実施例に限定されるものではない。本発明の実施例は、当業界における通常の知識を有
する者に本発明をさらに完全に説明するために提供されるものである。
【００２１】
本発明の実施例による液晶表示装置は、下部基板と、上部基板と、下部基板と上部基板と
の間に挿入された液晶層とを含み、下部基板には、液晶層に電圧を印加するために相互交
差する方向に形成される電極によって各画素領域が規定されている。
【００２２】
図１は、本発明の一実施例によるＦＦＳモード液晶表示装置の下部基板に形成された画素
領域の一部を示す平面図であり、図２は、図１のＩ－Ｉ’線に沿う断面図である。図３ａ
乃至図３ｅは、各層が段階的に形成されて重畳されていく状況を順に示している平面図で
ある。
【００２３】
　下部基板（１００）には、不透明金属よりなるゲートライン（２００ａ）とデータライ
ン（６００）が垂直交差するように配列されて単位画素を形成し、単位画素領域内には、
透明画素電極（４００）と透明共通電極（８００）が絶縁層（７００）を間に置いて配置
され、透明画素電極（４００）は、例えば、プレート形態でデータライン（６００）と同
一層に配置され、スイッチング素子のドレーン電極（６００ｂ）が透明画素電極（４００
）の少なくとも一部をオーバーラップすることによって、電気的に連結される。このよう
な構造では、コンタクトホール形成工程を必要としないので、コンタクトホールの形成工
程によって画素を小さく形成することができない問題点を解決することができる。このよ
うな構造によれば、高解像度が可能である。
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【００２４】
　透明共通電極（８００）は、絶縁層（７００）上に蒸着された透明導電層のパターニン
グによって多数のスリットを有する形態で設けられ、透明画素電極（４００）と所定領域
が重畳される。
【００２５】
　ゲートライン（２００ａ）上には、ゲート絶縁膜（３００）を介在してａ－Ｓｉ膜とｎ
＋　ａ－Ｓｉ膜が順に蒸着されたアクティブパターン（５００）と、ソース／ドレーン電
極（６００ａ）、（６００ｂ）が設けられ、薄膜トランジスタ（Ｔ）を形成する。ドレー
ン電極（６００ｂ）は、透明画素電極（４００）と電気的に接続されて、単位画素にデー
タ信号が印加される。
【００２６】
一方、ゲートライン（２００ａ）の形成とともに、データライン（６００）の下部には、
ゲートラインを形成した物質で構成される反射構造物（２００ｂ）を形成する。反射構造
物（２００ｂ）の形成物質は、ゲートライン（２００ａ）の物質以外の物質で形成するこ
とも可能であるが、工程の簡素化のために、ゲートライン（２００ａ）と同一の物質を使
用する。反射構造物（２００ｂ）は、内部反射率を向上させるために形成されるもので、
その機能については後述する。
【００２７】
透明共通電極（８００）は、画素領域内には複数のスリットを有し、前記スイッチング素
子の少なくとも一部をオープンしながら形成される。すなわち、単位画素領域がマトリッ
クス形態よりなる場合、単位画素領域は、透明共通電極（８００）によって全体的に連結
された構造を有しながら、スリットとスイッチング素子の一部のみをオープンする形態で
形成される。このように全体的に連結された構造を有することによって、共通電極の全体
抵抗を減少させることができるようになる。
【００２８】
スリットは、ゲートラインと５乃至１０度の角度をもって形成され、液晶層のラビング方
向は、ゲートライン方向と実質的に平行に形成する。液晶層のラビング方向がゲートライ
ン方向と実質的に平行するので、光の漏れ現象とディスクリネーション現象を減少させる
ことができる効果がある。上部及び下部基板に付着される偏光板の軸は、液晶層のラビン
グ方向と同一に具現することができる。
【００２９】
前記上部基板には、下部基板（１００）に形成された画素領域の各々に対応して画面の色
相を示すカラーフィルタ（図示せず）が設けられ、データライン（６００）の上部におい
ては、遮光膜が除去されるか、または、一部だけを形成することも可能である。
【００３０】
次に、図１及び図２、図３ａ乃至図３ｅを参照して本発明のＦＦＳモード液晶表示装置の
製造方法について詳細に説明する。
【００３１】
　下部基板（１００）上にゲート電極を含むゲートライン（２００ａ）を形成し、これと
同時に反射構造物（２００ｂ）を形成する。すなわち、下部基板（１００）上に不透明金
属膜の蒸着及びパターニングにより薄膜トランジスタ（Ｔ）形成部に対応する下部基板（
１００）部分上にゲート電極を含むゲートライン（２００ａ）と反射構造物（２００ｂ）
を形成する。反射構造物は、データライン（６００）の下部に形成する。
【００３２】
その後、ゲートライン（２００ａ）と反射構造物（２００ｂ）を覆うように下部基板（１
００）の全体上部にゲート絶縁膜（３００）を蒸着し、ゲート絶縁膜（３００）上にａ－
Ｓｉ膜とｎ＋　ａ－Ｓｉ膜を順に蒸着した状態でこれらをパターニングして、ゲート電極
上部のゲート絶縁膜（３００）部分上に活性層（５００）を形成する。
【００３３】
次に、基板結果物上に、透明導電層の蒸着及びパターニングにより各画素領域内に配置さ
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れるようにプレート形状の透明画素電極（４００）を形成する。
【００３４】
その後、ソース／ドレーン用金属膜を蒸着した後、これをパターニングして、ソース／ド
レーン電極（６００ａ）、（６００ｂ）を含むデータライン（６００）を形成し、スイッ
チング素子である薄膜トランジスタ（Ｔ）を構成する。この際、ドレーン電極（６００ｂ
）は、共通画素電極（４００）の一部をオーバーラップするように形成することによって
、電気的に接続されるように形成する。
【００３５】
次に、薄膜トランジスタ（Ｔ）が形成された結果構造物上に、例えばＳｉＮｘ材質の絶縁
層（７００）を塗布した後、透明画素電極（４００）と少なくとも一部が重畳するように
スリットを有する透明共通電極（８００）を形成する。透明共通電極（８００）は、画素
領域内には複数のスリットを有し、薄膜トランジスタ（Ｔ）の少なくとも一部をオープン
しながら形成される。
【００３６】
その後、図示してはいないが、透明共通電極（８００）が形成された基板結果物の最上部
に配向膜を塗布してアレイ基板の製造を完成する。一方、前記上部基板には、カラーフィ
ルタを選択的に形成し、その上部に配向膜を形成する。前記上部基板と下部基板（１００
）は、液晶層を介してラミネートさせて、本発明の一実施例によるＦＦＳモード液晶表示
装置の製造を完成する。勿論、基板のラミネート後には、各基板の外側面に偏光板を付着
させることができる。
【００３７】
次に、本発明の効果を従来技術の液晶表示装置と比較して詳しく説明する。
【００３８】
図４乃至図６は、それぞれ従来の韓国特許第６５３４７４号と第８４９５９９号及び本発
明の実施例による液晶表示装置のデータライン部の一部平面図及び断面図であり、本発明
の実施例による液晶表示装置においてデータライン近くの光の内部反射向上、光の漏れ防
止、ディスクリネーション防止などの効果を説明するための図である。図７は、本発明の
実施例による液晶表示装置の内部反射と光の漏れ防止効果を従来の韓国特許第８４９５９
９号と比較して説明した斜視図である。
【００３９】
　本発明の実施例は、外部視認性を高めるために、単位画素領域の内部反射を誘導し、外
部でもよく見えるようにしたものである。
【００４０】
本発明の実施例では、データラインとともにゲートライン物質を利用してデータラインの
下部に反射構造物を形成することによって、ゲートライン部による反射も可能にする。す
なわち、室内で駆動時には、反射によって光が通過しないので、遮光膜（ＢＭ）としての
役目をし、室外で駆動時には、外部の光源がデータライン、ゲートライン及び反射構造物
などの金属によって反射され、外部視認性を増加させる。
【００４１】
図４乃至図６を参照すれば、図４は、特許第６５３４７４号の構造では、データライン部
の上部に遮光膜が形成され、駆動されないダーク領域と異常駆動されるディスクリネーシ
ョン領域が発生し得ることを示しており、図５は、特許第８４９５９９号でまた一部の遮
光膜形成領域が存在し、ラビング不良による光の漏れが発生することを確認することがで
きる。
【００４２】
これに対し、図６では、データライン部の下部に反射構造物を備え、上部基板に遮光膜（
ＢＭ）を形成しないか、薄膜トランジスタ形成領域など一部領域の上部にのみ遮光膜（Ｂ
Ｍ）を形成することによって、開口率を向上させ、内部反射率を極大化させることができ
る。
【００４３】
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また、ラビング方向をゲートラインと実質的に０度に処理し、液晶を水平に配向させて配
向方向がデータラインの方向に実質的に垂直になるようにし、液晶の配向方向と上部及び
下部基板の偏光板の透過軸の方向を互いに０°または９０°になるように配置することに
よって、ラビング処理が確実に行われないことがあるデータライン部の一側上の液晶の長
軸が上部及び下部基板の偏光板の透過軸または吸収軸と一致するようにして、当該領域で
光の漏れが現われないようにすることができる効果がある。
【００４４】
一方、反射構造物の幅（Ｗ１）は、データラインの幅（Ｗ２）より広いことが好ましく、
反射構造物の幅（Ｗ１）をデータラインの幅（Ｗ２）より広くすることによって、隣接画
素間の混色を防止し、内部反射率をさらに高めることができる。
【００４５】
また、透明共通電極のスリットの末端部（Ｅ１）は、前記末端部（Ｅ１）に隣接する前記
データラインの一端部（Ｓ１）と反射構造物の一端部（Ｓ２）との間に位置させる。これ
により、一般的にスリットの端部のディスクリネーション領域を遮光することができる。
【００４６】
また、透明画素電極の末端部（Ｅ２）は、反射構造物の一端部（Ｓ２）とデータラインの
一端部（Ｓ１）との間に位置させることがさらに好ましい。これは、透明画素電極と反射
構造物との間の共通電極スリット部分に光が漏れるのを防止するために、透明画素電極と
反射構造物は少なくとも一部が重畳することが効果的である。しかし、データラインと画
素電極は、工程的に同じ層に形成されるので、工程進行中にショートが発生するおそれが
あるので、一定の距離をもって形成する。
【００４７】
図８は、本発明の他の実施例を説明した図である。図８を参照すれば、透明共通電極のス
リットが形成される角度は、隣接の画素領域同士を線対称に形成する。このような構成に
よって、液晶の駆動時に、隣接の画素同士の回転方向が反対になるように形成することが
可能である。すなわち、１つのピクセルと隣接のピクセルの透明共通電極のスリットの角
度がゲートラインまたはデータラインを基準にして互いに対称になるように形成し、駆動
時に、１つのピクセルの液晶が時計方向に回転すれば、隣りのピクセルの液晶は、反時計
方向に回転するようにして、視野角による屈折率を補償して、カラーシフトを防止するこ
とができる効果がある。
【００４８】
図９は、本発明の他の実施例を説明した図である。
【００４９】
図９は、図１の液晶表示装置に別途の１つの工程を追加する形態である。説明の便宜のた
めに、図１の液晶表示装置との差異点だけを説明する。
【００５０】
図９を参照すれば、透明画素電極（４００）の下部には、透明補助電極（９００）が追加
で形成されている。透明補助電極（９００）は、ゲートライン（２００ａ）と反射構造物
（２００ｂ）が形成された後に、画素領域の内部に透明導電層を利用して形成し、ゲート
ライン方向に隣接する画素領域の間には、互いに電気的に連結されるように形成する。そ
の後、図３ｂ以後の工程（ゲート絶縁膜形成、活性層形成、透明画素電極形成、データラ
イン形成、保護膜形成及び透明共通電極形成などの一連の工程）が進行される。一方、透
明補助電極（９００）の大きさは、透明画素電極（４００）の内部に含まれるように形成
することが好ましい。透明補助電極（９００）の役目は、蓄積容量を増加させることであ
る。
【００５１】
透明補助電極（９００）の機能は、高解像度による画素の大きさの変化や各画素の既存蓄
積容量の変化によって透明補助電極（９００）による補助蓄積容量を調節することによっ
て、全体的な蓄積容量を維持するか、または増加させて、画素品質を効果的に向上させる
ことができるようにするものである。
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【００５２】
以上、本発明によるＦＦＳモード液晶表示装置及びその製造方法の好ましい実施例につい
て説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、特許請求の範囲と発明の詳細
な説明及び添付の図面の範囲内で様々な形態に変形して実施することが可能であり、これ
も本発明に属する。
【符号の説明】
【００５３】
１００　下部基板
２００ａ　ゲートライン
２００ｂ　反射構造物
３００　ゲート絶縁膜
５００　活性層
４００　透明画素電極
６００　データライン
６００ａ、６００ｂ　ソース／ドレーン電極
７００　絶縁層
８００　透明共通電極
Ｔ　薄膜トランジスタ
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